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Aufgabe 1: (1 Punkte)

Ergänzung zu Aufgabe 3 (Blatt 12): Wie lautet die Hallkonstante, wenn sowohl Elek-
tronen (im Leitungsband) als auch Löcher (im Valenzband) zur Leitfähigkeit beitragen?
(Hall-Konstante RH bei offenem Hall-Messkreis, d.h. jy = 0; n = Elektronenkonzentra-
tion, h = Lochkonzentration)

Aufgabe 2: (3 Punkte)

a) Die Energie der Coulomb-Wechselwirking zwischen zwei Elektronen in einem dop-
pelt besetzten Donator-Niveau sei ∆. Zeigen Sie, dass bei der Annahme von
2ED +∆ für die Energie eines doppelt besetzten Donator-Niveaus die Gleichung

nD = ND ·

1
1
2
· e(ED−µ)/kBT + 1

, (1)

die gültig ist für die Dichte der Donator-Elektronen bei einfacher Besetzung jedes
Donator-Niveaus, ersetzt werden muss durch

nD = ND ·

1 + e−(ED−µ+∆)/kBT

1
2
· e(ED−µ)/kBT + 1 + 1

2
· e−(ED−µ+∆)/kBT

. (2)

ND ist die Dichte der Donatoren. (2 P.)

b) Zeigen Sie, dass für ∆ → ∞ (2) in (1) übergeht, und dass für ∆ → 0 (2) zur
Gleichung unabhängiger Elektronen wird (1 P.):

< n >=
1 + e−(ED−µ)/kT

1
2
e(ED−µ)/kT + 1 + e−(ED−µ)/kT

.

Aufgabe 3: (3 Punkte)

Die Temperaturabhängigkeit der Beweglichkeit von Elektronen in einem Halbleiter sei
durch das folgende Modell beschrieben: Die Elektronen besitzen die Geschwindigkeits-
verteilung eines klassischen idealen Gases (Maxwell-Boltzmann-Verteilung). Die Streu-
ung der Elektronen erfolge bei hohen Temperaturen an Phononen und bei tiefen Tem-
peraturen an einfach ionisierten Donator-Störstellen (Annahme: Rutherford-Streuung).
Diskutieren Sie die Temperaturabhängigkeit der Elektronen-Beweglichkeit µ(T ).
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